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(54)【発明の名称】 低ちらつき液晶パネル

(57)【要約】
【課題】ストレージキャパシタが変わることがなく、液
晶セルの電荷を蓄えることに影響させないし、そして、
走査線の幅も増やす必要がなく、その結果、開口率が減
らされる欠点を改善することができる低ちらつき液晶パ
ネルを提供する。
【解決方法】  薄膜トランジスタのゲート電極とソース
電極にブロックを加え、各々の画素にあるゲート電極と
ソース電極との重なる領域の面積を調整して、重なる領
域の面積が対応するこの重なる領域の走査線の入力端と
対応するこの重なる領域の画素との距離の増加にしたが
って増大させられる。ＴＦＴのゲート電極とソース電極
との間の容量を調整することによって各々の画素のフィ
ールドスルー電圧をほぼ同じにさせる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の信号線と、複数の走査線と、前記
走査線の中の一つに電気的に接続されるゲート電極と前
記信号線の中の一つに電気的に接続されるソース電極と
画素電極に電気的に接続されるドレイン電極とを有する
スイッチングトランジスタと液晶セルと前記画素電極と
コンデンサとをそれぞれ有する複数の画素とを含み、前
記ゲート電極と前記ソース電極との間には重なる領域が
あり、前記重なる領域の面積は前記重なる領域に対応す
る走査線の入力端と前記重なる領域に対応する画素との
距離の増加にしたがって増大することを特徴とする低ち
らつき液晶パネル。
【請求項２】  前記ゲート電極は前記重なる領域の中に
あるブロックを有し、前記ブロックの面積は前記入力端
と前記ブロックに対応する画素との距離の増加にしたが
って、増大することを特徴とする請求項１に記載の低ち
らつき液晶パネル。
【請求項３】  前記ソース電極は前記重なる領域の中に
あるブロックを有し、前記ブロックの面積は前記入力端
と前記ブロックに対応する画素との距離の増加にしたが
って、増大することを特徴とする請求項１または２に記
載の低ちらつき液晶パネル。
【請求項４】  前記ゲート電極は対の保護構造があり、
それぞれ前記ブロックの両側に付け、前記ブロックと前
記ゲート電極が離れるのを妨げることを特徴とする請求
項１、２または３に記載の低ちらつき液晶パネル。
【請求項５】  走査線制御回路エリアに電気的に接続さ
れる走査線と前記走査線に電気的に接続される第一ゲー
ト電極と第一信号線に電気的に接続される第一ドレイン
電極と第一画素電極に電気的に接続される第一ソース電
極とを有する第一トランジスタを少なくとも一つ有し、
前記第一ゲート電極と前記第一ソース電極との間にある
第一の重なる領域を有する前記走査線の上にある第一エ
リアと、前記走査線に電気的に接続される第二ゲート電
極と第二信号線に電気的に接続される第二ドレイン電極
と第二画素電極に電気的に接続される第二ソース電極と
を有する第二トランジスタを少なくとも一つ有し、前記
第二ゲート電極と前記第二ソース電極との間にある第二
の重なる領域を有し、すぐ隣の前記第一エリアに付いて
おり、前記走査線の上にある第二エリアとを含み、前記
第一エリアは前記走査線制御回路エリアと前記第二エリ
アとの間にあり、前記第二の重なる領域の面積が前記第
一の重なる領域の面積より大きい部分は、予定値である
ことを特徴とする低ちらつき液晶パネル。
【請求項６】  前記第一ゲート電極は前記第一の重なる
領域にある第一ブロックを有し、前記第二ゲート電極は
前記第二の重なる領域にある第二ブロックを有し、かつ
前記予定値は前記第二ブロックと前記第一ブロックとの
面積差であることを特徴とする請求項５に記載の低ちら
つき液晶パネル。
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【請求項７】  前記第一ゲート電極は少なくとも一つ保
護構造を有し、前記第一ブロックの両側に付け、前記第
一ブロックと前記第一ゲート電極とが離れるのを妨げる
ことを特徴とする請求項５または６に記載の低ちらつき
液晶パネル。
【請求項８】  前記第一ソース電極は前記第一の重なる
領域にある第三ブロックを有し、前記第二ソース電極は
前記第二の重なる領域にある第四ブロックを有し、かつ
前記予定値は前記第四ブロックと前記第三ブロックとの
面積差であることを特徴とする請求項５、６または７に
記載の低ちらつき液晶パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶パネルに関
し、特に低ちらつき液晶パネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】薄膜トランジスタフラットディスプレイ
は、特に薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ (以下、Ｔ
ＦＴ－ＬＣＤと略称する) がマトリックス配列の薄膜ト
ランジスタを主に利用し、適切な電子デバイスを合わせ
て液晶画素を駆動させ、豊かで綺麗な画像を作り出す。
ＴＦＴ－ＬＣＤは外形が薄くて軽く、消費電力が少な
く、放射線なしなどの特性を有するので、ノートパソコ
ン、ＰＤＡなどのモバイル電子製品に広く使われ、さら
にデスクトップパソコンのＣＲＴモニターにとって代わ
りつつある成り行きである。
【０００３】図１に一般的なＴＦＴ－ＬＣＤを開示する
と共に、図２に画素の等価回路を開示する。図１に示す
ように、ＴＦＴ－ＬＣＤ（１０）は走査線駆動回路エリ
ア（１２）、信号線駆動回路エリア(１４)および画素ア
レイエリア(１６)を含む。画素アレイエリア(１６)の中
には複数の画素が含まれ、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃが同
じ走査線の上に置かれる。図２に開示するように、画素
(２０)は対向電極ＣＥと薄膜トランジスタＴＦＴに接続
される液晶セルＬＣを含む。薄膜トランジスタＴＦＴの
ゲート電極が走査線Ｇ

０
に、ドレイン電極が信号線Ｄ

０

に、ソース電極が液晶セルＬＣの画素電極に接続され
る。その他、画素(２０)はまた液晶セルＬＣと走査線Ｇ

１
間に接続されるストレージキャパシタＳＣを含む。ス
トレージキャパシタＳＣは、漏電流による液晶セルＬＣ
の電圧変動を減らすのに使用され、それによって、液晶
セルＬＣが電荷を蓄えるのを助ける。
【０００４】図２に開示するように、画素を通過する光
は液晶セルＬＣに加えられる電圧により変化する。液晶
セルＬＣに加えられる電圧を変化させることで、各画素
を通過する光量は変化し、それによって、ＴＦＴ－ＬＣ
Ｄは所定の画像を表示することができる。液晶セルＬＣ
に加えられる電圧は、対向電極ＣＥと画素電圧との電圧
差であり、ＴＦＴがオフになる時に、画素電極がどの電
極にも接続されていないで、フローティングの状態に置
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かれる。この時、もし画素電極の周りに何かの電圧変動
が生じたら、この変動は画素電極の電圧を望ましい電圧
から逸らせることになる。この画素電極の電圧変動はフ
ィードスルー電圧（Feed-through  Voltage）V

FD
と称

し、下記のように表わされる。
V
FD

=[C
GS
/(C

LC
+C
SC

+C
GS
)]*△V

G
        （１）

方程式(１)におけるC
LC
は液晶セルＬＣの容量、C

SC
はス

トレージキャパシタＳＣの容量、C
GS
はＴＦＴのゲート

電極とソース電極との間の容量、△V
G
は走査線に加えら

れるパルス電圧の振幅である。
【０００５】一般的に言うと、対向電極ＣＥの電圧を調
整することによって、フィードスルー電圧V

FD
を補正す

ることができる。しかし、走査線の低抗と容量がゲート
電極に加わるパルス電圧の立ち下がり(falling edge)を
丸く(round)するので、画素のフィードスルー電圧V

FD
は、走査線制御回路と画素の距離が大きくなるにつれ

て小さくなる。例えば、図１に開示されるように、画素
Aのフィードスルー電圧V

FD
は画素Bのそれより大きい。

画素Ｂのフィードスルー電圧V
FD
は画素Cのそれより大き

い。（すなわち、(V
FD
)
A
＞(V

FD
)
B
＞(V

FD
)
C
である。ここ

に、(V
FD
)
A、
(V
FD
)
B、
(V
FD
)
C
 は、画素Ａ，Ｂ，Ｃのフ

ィードスルー電圧V
FD
をそれぞれ表す。）したがって、

対向電極ＣＥの電圧を調整することによって、すべての
画素のフィードスルー電圧V

FD
を補正することは難し

い。それゆえ、ちらつきのないＴＦＴ－ＬＣＤ画面を提
供することは難しい。
【０００６】アメリカ特許第６，０２８，６５０号は、
すなわち前記の欠点を解決するための発明である。図３
は従来技術によるＬＣＤの画素アレイの平面図である。
図３に開示するように、画素アレイ（３０）は、走査線
駆動回路エリアＤＲ１に電気的に接続される走査線（３
２）（３２ａ）と、信号線（３４ａ）（３４ｂ）（３４
ｃ）と、それぞれ図１の画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃに対応
する画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃを含む。画素Ａ、画素Ｂ、
画素Ｃの中にはそれぞれ、薄膜トランジスタＱ

Ａ
、

Ｑ
Ｂ
、Ｑ

Ｃ
と対応する液晶セル（図示せず）を含む。薄

膜トランジスタＱ
Ａ
、Ｑ

Ｂ
、Ｑ

Ｃ
はゲート電極が走査線

（３２）に、ドレイン電極がそれぞれ信号線（３４ａ）
（３４ｂ）（３４ｃ）に、ソース電極（３６ａ）（３６
ｂ）（３６ｃ）がそれぞれ画素電極（３８ａ）（３８
ｂ）（３８ｃ）に接続される。
【０００７】図３に開示するように、画素アレイ（３
０）の形成はパターニングされる導電層が基板（図示せ
ず）の上に形成され、即ち前記導電層が走査線（３２）
（３２ａ）であり、そして絶縁層と半導体層の順に走査
線（３２）（３２ａ）と該基板の上に堆積させ、引き続
きもう一つパターニングされる導電層を堆積させ、信号
線（３４ａ）（３４ｂ）（３４ｃ）を形成し、最後に透
明導電層を堆積させ、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃの画素電
極（３８ａ）（３８ｂ）（３８ｃ）を形成する。走査線
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（３２ａ）と画素電極（３８ａ）との重なる領域（４０
ａ）は、画素Ａのストレージキャパシタである。同じよ
うに、重なる領域（４０ｂ）（４０ｃ）は、それぞれ画
素Ｂ、画素Ｃのストレージキャパシタである。画素Ａ、
Ｂ、Ｃの容量は、(C

SC
)
A、
(C
SC
)
B、
(C
SC
)
C
 により表さ

れる。重なる領域（４０ａ）の面積は重なる領域（４０
ｂ）のそれより大きく、重なる領域（４０ｂ）の面積は
重なる領域（４０ｃ）のそれより大きい。結果として、
(C
SC
)
A
＞(C

SC
)
B
＞(C

SC
)
C
 となる。かくて、(V

FD
)
A、

(V

FD
)
B、
(V
FD
)
C
 により表される画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃ

のフィードスルー電圧V
FD
は、ほぼ等しい。（すなわ

ち、(V
FD
)
A
≒(V

FD
)
B
≒(V

FD
)
C
 ）

【０００８】要するに、上述の方法は、ストレージキャ
パシタの容量を調整して全ての画素のフィードスルー電
圧V

FD
を補正することである。即ち、液晶セルが電荷を

蓄えることを助け、ストレージキャパシタの容量が小さ
ければ液晶セルが電荷を蓄えることを助ける能力が小さ
いほど低い。したがって、ストレージキャパシタの容量
の大きさを変えることによって各々の画素が同じフィー
ドスルー電圧V

FD
を維持する欠点はストレージキャパシ

タの容量が小さければ液晶セルが電荷を蓄えることを助
ける能力が小さいほど低い。その他、各々の画素が同じ
フィードスルー電圧V

FD
を維持するためにストレージキ

ャパシタを変えることによって、走査線の幅を最大スト
レージキャパシタに合わせて設計しなければならない。
そして、画素の中の光りが透過できる部分が減らされ、
即ち開口率が減らされる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】この発明は、従来技術
による低ちらつき液晶パネルがフィードスルー電圧を維
持するために生じる液晶セルの電荷を蓄えることを助け
る能力低下、あるいは走査線の幅を最大ストレージキャ
パシタに合わせて設計することによって、画素の中の光
りが透過できる部分が減らされるという間題に対して、
フィードスルー電圧を維持させる低ちらつき液晶パネル
を提供することを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】そこで、本発明者は従来
技術に見られる欠点に鑑み、鋭意研究を重ね、複数の信
号線と、複数の走査線と、画素電極とストレージキャパ
シタを具える液晶セルとスイッチングトランジスタとを
それぞれ有する複数の画素とによって液晶パネルを構成
して、前記課題を解決することに着目し、かかる見地に
基づいて本発明の完成に至った。
【００１１】即ち、本発明による低ちらつき液晶パネル
は、該スイッチングトランジスタにあるゲート電極とソ
ース電極との重なる面積を変えることによってゲートソ
ース容量C

GS
を変え、各々の画素が同じフィードスルー

電圧V
FD
を維持する効果を発揮する。本発明による低ち

らつき液晶パネルは、ストレージキャパシタが変わらな
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いので、液晶セルの電荷を蓄えることに影響させない
し、そして、走査線の幅も増やす必要がないので、開口
率が減らされる欠点を改善することができる。
【００１２】以下に詳述する。請求項１に記載する低ち
らつき液晶パネルは、複数の信号線と、複数の走査線
と、前記走査線の中の一つに電気的に接続されるゲート
電極と前記信号線の中の一つに電気的に接続されるソー
ス電極と画素電極に電気的に接続されるドレイン電極と
を有するスイッチングトランジスタと液晶セルと前記画
素電極とコンデンサとをそれぞれ有する複数の画素とを
含み、前記ゲート電極と前記ソース電極との間には重な
る領域があり、前記重なる領域の面積は前記重なる領域
に対応する走査線の入力端と前記重なる領域に対応する
画素との距離の増加にしたがって増大することを特徴と
する。
【００１３】上記請求項１における請求項２に記載する
低ちらつき液晶パネルは、前記ゲート電極は前記重なる
領域の中にあるブロックを有し、前記ブロックの面積は
前記入力端と前記ブロックに対応する画素との距離の増
加にしたがって、増大することを特徴とする。
【００１４】上記請求項１または２における請求項３に
記載する低ちらつき液晶パネルは、前記ソース電極は前
記重なる領域の中にあるブロックを有し、前記ブロック
の面積は前記入力端と前記ブロックに対応する画素との
距離の増加にしたがって、増大することを特徴とする。
【００１５】上記請求項１、２または３における請求項
４に記載する低ちらつき液晶パネルは、前記ゲート電極
は対の保護構造があり、それぞれ前記ブロックの両側に
付け、前記ブロックと前記ゲート電極が離れるのを妨げ
ることを特徴とする。
【００１６】請求項５に記載する低ちらつき液晶パネル
は、走査線制御回路エリアに電気的に接続される走査線
と前記走査線に電気的に接続される第一ゲート電極と第
一信号線に電気的に接続される第一ドレイン電極と第一
画素電極に電気的に接続される第一ソース電極とを有す
る第一トランジスタを少なくとも一つ有し、前記第一ゲ
ート電極と前記第一ソース電極との間にある第一の重な
る領域を有する前記走査線の上にある第一エリアと、前
記走査線に電気的に接続される第二ゲート電極と第二信
号線に電気的に接続される第二ドレイン電極と第二画素
電極に電気的に接続される第二ソース電極とを有する第
二トランジスタを少なくとも一つ有し、前記第二ゲート
電極と前記第二ソース電極との間にある第二の重なる領
域を有し、すぐ隣の前記第一エリアに付いており、前記
走査線の上にある第二エリアとを含み、前記第一エリア
は前記走査線制御回路エリアと前記第二エリアとの間に
あり、前記第二の重なる領域の面積が前記第一の重なる
領域の面積より大きい部分は、予定値であることを特徴
とする。
【００１７】上記請求項５における請求項６に記載する
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低ちらつき液晶パネルは、前記第一ゲート電極は前記第
一の重なる領域にある第一ブロックを有し、前記第二ゲ
ート電極は前記第二の重なる領域にある第二ブロックを
有し、かつ前記予定値は前記第二ブロックと前記第一ブ
ロックとの面積差であることを特徴とする。
【００１８】上記請求項５または６における請求項７に
記載する低ちらつき液晶パネルは、前記第一ゲート電極
は少なくとも一つ保護構造を有し、前記第一ブロックの
両側に付け、前記第一ブロックと前記第一ゲート電極と
が離れるのを妨げることを特徴とする。
【００１９】上記請求項５、６または７における請求項
８に記載する低ちらつき液晶パネルは、前記第一ソース
電極は前記第一の重なる領域にある第三ブロックを有
し、前記第二ソース電極は前記第二の重なる領域にある
第四ブロックを有し、かつ前記予定値は前記第四ブロッ
クと前記第三ブロックとの面積差であることを特徴とす
る。
【００２０】
【発明の実施の形態】この発明は、薄膜トランジスタの
ゲート電極とソース電極にブロックを増大し、各々の画
素にあるゲート電極とソース電極との重なる領域の面積
を調整して、重なる領域の面積が対応するこの重なる領
域の走査線の入力端と対応するこの重なる領域の画素と
の距離の増加にしたがって増大させられる。ＴＦＴのゲ
ート電極とソース電極との間のゲートソース容量C

GS
を

調整することによって各々の画素のフィードスルー電圧
V
FD
をほぼ同じようにさせる。かかる液晶パネルの構造

と特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図示
に基づいて以下に説明する。
【００２１】
【第一の実施例】図４は、この発明によるＴＦＴ－ＬＣ
Ｄの画素アレイの平面図である。図４に開示するよう
に、画素アレイ（５０）は走査線駆動回路エリアＤＲ１
に電気的に接続される走査線（５２）と信号線（５４
ａ）（５４ｂ）（５４ｃ）とそれぞれ図１の画素Ａ、画
素Ｂ、画素Ｃに対応する画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃを含
む。画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃの中には、薄膜トランジス
タＴ

Ａ
、Ｔ

Ｂ
、Ｔ

Ｃ
とそれぞれ対応する液晶セル（図示

せず）を含む。薄膜トランジスタＴ
Ａ
、Ｔ

Ｂ
、Ｔ

Ｃ
はド

レイン電極がそれぞれ信号線（５４ａ）（５４ｂ）（５
４ｃ）に、ソース電極（５６ａ）（５６ｂ）（５６ｃ）
がそれぞれ画素電極（５８ａ）（５８ｂ）（５８ｃ）
に、ゲート電極が走査線（５２）に接続される。走査線
（５２）とソース電極（５６ａ）との重なる部分は重な
る領域（６０ａ）（斜線部分）であり、重なる領域（６
０ｂ）（６０ｃ）はそれぞれ走査線（５２）とソース電
極（５６ｂ）（５６ｃ）との重なる部分である。その
他、薄膜トランジスタＴ

Ａ
、Ｔ

Ｂ
、Ｔ

Ｃ
のゲート電極は

それぞれブロック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）を含
み、そしてブロック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）が
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7
重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０ｃ）の中にあ
り、ブロック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）の面積が
漸増する変化を表わしている。ブロック（５７ａ）（５
７ｂ）（５７ｃ）が後工程でゲート電極と離れることを
妨げるためにブロック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）
の両側にそれぞれ対の保護構造（６２ａ）（６２ｂ）
（６２ｃ）を加える。保護構造（６２ａ）（６２ｂ）
（６２ｃ） は重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０
ｃ）の両側或いは重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６
０ｃ） の内部に設けることができる。ブロック（５７
ａ）（５７ｂ）（５７ｃ） の面積が漸増する変化を表
わしているので、重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６
０ｃ） はブロック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ） を
引いた後の面積がほぼ同じである。従って、重なる領域
（６０ａ）（６０ｂ）（６０ｃ） の面積も漸増する変
化を表わしている。
【００２２】画素アレイ（５０）の形成はパターニング
される導電層が基板（図示せず）の上に形成され、即ち
前記導電層が走査線（５２）であり、そして絶縁層と半
導体層の順に走査線（５２）と基板の上に堆積させ、引
き続きもう一つパターニングされる導電層を堆積させ、
信号線（５４ａ）（５４ｂ）（５４ｃ）を形成し、最後
に透明導電層を堆積させ、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃの画
素電極（５８ａ）（５８ｂ）（５８ｃ）を形成する。
【００２３】方程式（１）を参照されたい。一般的に言
うと、方程式（１）に開示されるストレージキャパシタ
の容量C

SC
及び液晶セルＬＣの容量C

LC
は、ゲート電極と

ソース電極との間の容量C
GS
の約数十倍であり、即ちC

SC

 、C
LC
≫C

GS
になる。したがって、方程式（１）は下の

式に書き直すことができる。
V
FD

=[C
GS
/(C

LC
+C
SC

)]* △V
G
        （２）

【００２４】したがって、図４の画素Ａ、画素Ｂ、画素
Ｃに対して、もし(C

GS
)
A
=(C

GS
)
B
=(C

GS
)
C
、(C

SC
)
A
=(C

SC
)

B
=(C

SC
)
C
、(C

LC
)
A
=(C

LC
)
B
=(C

LC
)
C
 とするなら、画素

Ａ、画素Ｂ、画素Ｃのフィードスルー電圧V
FD
の関係は

(V
FD
)
A
＞(V

FD
)
B
＞(V

FD
)
C
 になる。方程式(２)に開示す

るように、もし(C
GS
)
A
＜(C

GS
)
B
＜(C

GS
)
C
、(C

SC
)
A
=(C

SC
)

B
=(C

SC
)
C
、(C

LC
)
A
=(C

LC
)
B
=(C

LC
)
C
とするなら、画素Ａ、

画素Ｂ、画素Ｃのフィードスルー電圧V
FD
は、ほぼ同じ

である。本発明はこの考えを利用して前記の欠点を解決
する。本発明の方法は、ゲート電極の近くにブロック
（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）を加える。ゲート電極
とソース電極の重なる領域（６０ａ）の面積が重なる領
域（６０ｂ）の面積より小さく、重なる領域（６０ｂ）
の面積は重なる領域（６０ｃ）の面積より小さい。この
ようにして、(C

GS
)
A
は(C

GS
)
B
 より小さく、(C

GS
)
B
は(C

GS
)
C
 より小さい。かくて、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃの

フィードスルー電圧V
FD
はほぼ等しい。すなわち、(V

FD
)

A
≒(V

FD
)
B
≒(V

FD
)
C
である。

【００２５】本発明の第一実施例において、画素アレイ
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（５０）の中に１０２４画素があり、１０２４画素がい
くつのエリアに分けられる。同じエリアの中にある薄膜
トランジスタのゲート電極の近くに加えられたブロック
は、ほぼ同じ面積を有する。第一領域のブロック面積
は、該第一領域に隣接する第二領域のブロック面積より
所定値だけ大きい。例えば、図４に開示するように、も
しエリアＩとエリアＩＩ、エリアＩＩとエリアＩＩＩが
隣接しているなら、ブロヅク（５７ｂ）の面積はブロッ
ク（５７ａ）の面積より前記予定した固定値だけ大き
く、ブロック（５７ｃ）の面積はブロック（５７ｂ）の
面積より前記予定した固定値だけ大きい。その他、ブロ
ック（５７ａ）（５７ｂ）（５７ｃ）の形状は長方形に
限らず、ただ重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０
ｃ）の面積を増加させる目的を達成すれば、いずれでも
よい。
【００２６】
【第二の実施例】図５を参照されたい。図５は、本発明
による別の実施例ＴＦＴ－ＬＣＤの画素アレイの平面図
である。図５に開示するように、本発明の第二実施例の
中に、薄膜トランジスタT

Ａ
、Ｔ

Ｂ
、Ｔ

Ｃ
のソース電極

がそれぞれブロック（５９ａ）（５９ｂ）（５９ｃ）を
含み、そしてブロック（５９ａ）（５９ｂ）（５９ｃ）
が重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０）（図示斜線
部分）の中にあり、ブロック（５９ａ）（５９ｂ）（５
９ｃ）の面積が漸増する変化を表わしている。その他、
重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０ｃ） はブロッ
ク（５９ａ）（５９ｂ）（５９ｃ） を引いた後の面積
がほぼ同じである。ゲート電極とソース電極との重なる
領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０ｃ） の面積も漸増す
る変化を表わしている。したがって、重なる領域（６０
ａ）（６０ｂ）（６０ｃ） に対応するコンデンサの容
量の関係は(C

GS
)
A
＜(C

GS
)
B
＜(C

GS
)
C
で、更に画素Ａ、画

素Ｂ、画素Ｃのフィードスルー電圧V
FD
の関係は(V

FD
)
A

≒(V
FD
)
B
≒(V

FD
)
C
である。図５に開示するように、もし

エリアＩとエリアＩＩ、エリアＩＩとエリアＩＩＩが隣
接しているなら、ブロック（５９ｂ）の面積はブロック
（５９ａ）の面積より所定の固定値だけ大きく、ブロッ
ク（５９ｃ）の面積はブロック（５９ｂ）の面積より前
記所定の固定値だけ大きい。その他、ブロック（５９
ａ）（５９ｂ）（５９ｃ）の形状は長方形に限らず、た
だ重なる領域（６０ａ）（６０ｂ）（６０ｃ）の面積を
増加する目的を達成すれば、いずれでもよい。
【００２７】その他、第一実施例と第二実施例は１０２
４画素を１０２４エリアに分けることができる。即ち、
各々のエリアはただ一つの画素を含み、各々のエリアに
あるゲート電極とソース電極に増加される面積が漸増す
る変化を表わしている。このようにして、全ての画素の
フィードスルー電圧V

FD
はまさに等しい。

【００２８】簡単に言うと、本発明はＴＦＴのゲート電
極とソース電極との間の容量Ｃ

ＧＳ
を調整することによ
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って、各々の画素のフィードスルー電圧V

FD
をほぼ等し

くさせる。薄膜トランジスタのゲート電極とソース電極
にブロックを加え、各々の画素にあるゲート電極とソー
ス電極との重なる領域の面積を調整して、重なる領域の
面積が対応するこの重なる領域の走査線の入力端と対応
するこの重なる領域の画素との距離の増加にしたがって
増大させられる。
【００２９】以上は、本発明の好ましい実施例であっ
て、本発明の実施の範囲を限定するものではない。よっ
て、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、こ
の発明の精神の下においてなされ、この発明に対して均
等の効果を有するものは、いずれも特許請求の範囲に記
載された本発明の技術的思想に属するものとする。
【００３０】
【発明の効果】従来技術と比べて、本発明はゲート電極
とソース電極との重なる領域の面積を調整して、更にゲ
ートソース容量C

GS
を調整することによって、各々の画

素のフィードスルー電圧V
FD
をほぼ同じようにさせる目

的を達成する。本発明はゲート電極とソース電極との重
なる領域の面積を調整する以外にストレージキャパシタ
を何も変更しないので、液晶セルに蓄えられる電荷に影
響しない。その他、本発明は走査線の幅を増大させる必
要がないので、従来技術による開口率減少の欠点を改善
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的なＴＦＤ－ＬＣＤを表わす説明図であ
る。
【図２】画素の等価回路を表わす説明図である。
【図３】従来技術によるＴＦＤ－ＬＣＤの画素アレイを
表わす平面図である。
【図４】本発明によるＴＦＤ－ＬＣＤの画素アレイを表
わす平面図である。
【図５】本発明によってもう一つ実施例とされるＴＦＤ
－ＬＣＤの画素アレイを表わす平面図である。
【符号の説明】
１０  ＴＦＤ－ＬＣＤ
１２  走査線駆動回路エリア
１４  信号線駆動回路エリア
１６  画素アレイエリア
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２０  等価回路
３０  画素アレイ
３２  走査線
３２ａ  走査線
３４ａ  信号線
３４ｂ  信号線
３４ｃ  信号線
３６ａ  ソース電極
３６ｂ  ソース電極
３６ｃ  ソース電極
３８ａ  画素電極
３８ｂ  画素電極
３８ｃ  画素電極
４０ａ  重なる領域
４０ｂ  重なる領域
４０ｃ  重なる領域
５０  画素アレイ
５２  走査線
５４ａ  信号線
５４ｂ  信号線
５４ｃ  信号線
５６ａ  ソース電極
５６ｂ  ソース電極
５６ｃ  ソース電極
５７ａ  ブロック
５７ｂ  ブロック
５７ｃ  ブロック
５８ａ  画素電極
５８ｂ  画素電極
５８ｃ  画素電極
５９ａ  ブロック
５９ｂ  ブロック
５９ｃ  ブロック
６０ａ  重なる領域
６０ｂ  重なる領域
６０ｃ  重なる領域
６２ａ  保護構造
６２ｂ  保護構造
６２Ｃ  保護構造
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【図３】 【図４】

【図５】
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间的距离的增加而增加。 通过调节TFT的栅极和源极之间的电容，使得
每个像素的场通电压几乎相同。
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